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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Vật lý;            Chuyên ngành: Quang học 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Trần Việt Cường 

2. Ngày tháng năm sinh: 12/03/1977; Nam  ; Nữ     ; Quốc tịch: Việt nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Hoài Đức, Hà Tây, Hà Nội 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): 536/11D, Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Căn hộ VP.03.19, Everrich 

Infinity-Phát Đạt, 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0775120377;  

E-mail: tvcuong@ntt.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 2008 đến năm 2017: Giảng viên Bộ môn Vật lý Chất rắn, Khoa Vật lý, Trường 

Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Hồ Chí Minh 

Từ năm 2018 đến nay: Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu kiêm quản lý tại Viện Kỹ 

thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tp. Hồ Chí Minh 

Chức vụ hiện nay: Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật Công nghệ cao kiêm Giám đốc trung 

tâm VKTech; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó viện trưởng 

 

 

 



Cơ quan công tác hiện nay: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ cơ quan: 298-300A, Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: (028) 3941 1189; (028) 3940 5875 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 15 tháng 09 năm 1999; số văn bằng: B151909; ngành: Vật lý; 

chuyên ngành: Hải dương;  

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. 

- Được cấp bằng ThS ngày 22 tháng 08 năm 2002; số văn bằng: Jeonbukdae2001(seok)608; 

ngành: Khoa học và công nghệ Bán dẫn; chuyên ngành: Quang điện tử;  

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc. 

- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 08 năm 2006; số văn bằng: Jeonbukdae2005(bak)154; 

ngành: Khoa học và công nghệ Bán dẫn; chuyên ngành: Quang điện tử;  

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..…………………………………… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Đại học Nguyễn Tất Thành 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

+ Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang điện của cấu trúc đa chiều trên nền Graphene. 

+ Nghiên cứu ứng dụng vật liệu cấu trúc đa chiều 

 

 

 

 



14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (Hướng dẫn chính 

03 HVCH và đồng hướng dẫn 01 HVCH); 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: (số lượng) 02 đề tài cấp cơ sở Đại học 

Nguyễn Tất Thành; 

- Đã công bố (số lượng) 86 bài báo KH, trong đó 15 bài báo KH trước khi được cấp bằng 

tiến sĩ và 71 bài sau khi được cấp bằng tiến sĩ; 

- Đã được cấp (số lượng) 01 bằng độc quyền sáng chế; 

- Số lượng sách đã xuất bản ......, trong đó …….. thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

- H-index = 22 (Google Scholar 2021) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): …………………………….. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Ứng viên không bị kỷ luật nào. 

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe để đảm nhận công tác giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học; 

- Trong quá trình công tác, tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giảng viên 

theo qui định của Luật giáo dục đại học; 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; 

- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc tham gia và chủ nhiệm đề tài 

nghiên cứu các cấp, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín trong 

nước và quốc tế; 

- Không vi phạm qui chế, qui định nào trong quá trình công tác. 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 12 năm 07 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 



TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy 

trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 

 

 

2010-2011 

  01 ThS (Lê Thị 

Lụa, Trường 

ĐH Khoa học 

Tự nhiên, 

ĐHQG-HCM) 

(70 tiết) 

    

 

0 / 70 / 270 

… ……        

2 

 

 

2016-2017 

   02 Khóa luận 

tốt nghiệp đại 

học, Trường 

ĐH Khoa học 

Tự nhiên, 

ĐHQG-HCM 

 

 

135 

 

 

90 

 

 

250 / 407,76 / 81 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 01 NCS 

(Trần 

Quang 

Nguyên, 

Trường 

ĐH Khoa 

học Tự 

nhiên, 

ĐHQG-

HCM) (17 

tiết) 

- Hướng dẫn 

chính 02 ThS 

(Đoàn Tuấn 

Anh và Võ 

Huỳnh Như Ý, 

Trường ĐH 

Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQG-

HCM) (140 

tiết) 

- Đồng hướng 

dẫn 01 ThS 

(Trần Trung 

Tín, Trường 

ĐH Khoa học 

Tự nhiên, 

ĐHQG-HCM) 

(35 tiết) 

  

 

 

 

 

 

90 

  

 

 

 

 

 

90 / 284,16 / 81 

3 năm học cuối 

4 

 

 

 

2018-2019 

 01 NCS 

(Trần 

Quang 

Nguyên, 

Trường 

ĐH Khoa 

học Tự 

nhiên, 

ĐHQG-

   

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 / 274,4 / 216 



HCM) (17 

tiết) 

5 

 

 

 

 

2019-2020 

 01 NCS 

(Trần 

Quang 

Nguyên, 

Trường 

ĐH Khoa 

học Tự 

nhiên, 

ĐHQG-

HCM) (17 

tiết) 

   

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 / 251 / 216 

6 

 

 

 

 

2020-2021 

 01 NCS 

(Trần 

Quang 

Nguyên, 

Trường 

ĐH Khoa 

học Tự 

nhiên, 

ĐHQG-

HCM) (17 

tiết) 

   

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

45 / 81,35 / 27 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS  và luận án TS   hoặc TSKH ; tại nước: Hàn Quốc, năm 2002 

(Thạc sĩ) và năm 2006 (Tiến sĩ). 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC-840 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Võ Huỳnh Như Ý 

(Theo quyết định công 

nhận tên đề tài số 

2476/QĐ-KHTN ký 

ngày 29/12/2017) 

  

HVCH 

 

Chính 

 

 

01/2018  

–  

08/2018 

Trường ĐH 

Khoa Học Tự 

Nhiên, 

ĐHQG HCM 

 

30/12/2019 

2 

Đoàn Tuấn Anh (Theo 

quyết định công nhận 

tên đề tài số 2476/QĐ-

KHTN ký ngày 

29/12/2017) 

  

HVCH 

 

Chính 

 01/2018  

–  

08/2018 

Trường ĐH 

Khoa Học Tự 

Nhiên, 

ĐHQG HCM 

 

30/12/2019 

3 

Trần Trung Tín (Theo 

quyết định công nhận 

tên đề tài số 2476/QĐ-

KHTN ký ngày 

29/12/2017) 

  

HVCH 

 

 

 

Phụ 

01/2018  

–  

08/2018 

Trường ĐH 

Khoa Học Tự 

Nhiên, 

ĐHQG HCM 

 

08/05/2019 

4 

Lê Thị Lụa (Theo 

quyết định công nhận 

tên đề tài số 603-

QĐ/KHTN-SĐH ký 

ngày 06/08/2011) 

  

HVCH 

 

Chính 

 05/2010  

– 

10/2011 

Trường ĐH 

Khoa Học Tự 

Nhiên, 

ĐHQG HCM 

 

20/06/2012 

5 

Trần Quang Nguyên 

(Theo quyết định công 

nhận tên đề tài số 

1095-QĐ/KHTN-SĐH 

ký ngày 18/07/2017) 

 

NCS 

   

Phụ 

 

Đang hướng 

dẫn 

Trường ĐH 

Khoa Học Tự 

Nhiên, 

ĐHQG HCM 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

 

 

 

 



5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ trang 

… đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được cấp bằng TS 

1      

II Sau khi được cấp bằng TS 

1 

Chế tạo lớp đệm 

zinc oxide với cấu 

trúc hình mái vòm 

ứng dụng chống 

phản xạ tia cực tím 

 

 

CN 

- Số: 

2019.01.26/HĐ-

KHCN 

- Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành 

 

01/2019 

– 

10/2019 

 

11/01/2020 

Xếp loại: tốt 

2 

 

Thiết kế hệ đèn 

LEDs RGB phục vụ 

cho cây trồng 

 

 

CN 

- Số: 2021.01.120 

/HĐ-KHCN 

- Trường ĐH 

Nguyễn Tất Thành 

01/2021 

– 

06/2021 

 

17/5/2021 

Xếp loại: Xuất sắc 

3 

Chế tạo cảm biến tia 

cực tím linh hoạt và 

trong suốt dựa trên 

phương pháp tổng 

hợp dung dịch 

 

CN 
- Số: 103.02-

2018.352 

- Quỹ Phát triển 

Khoa học & Công 

04/2019 

- 

04/2021 

 

Đang chờ nghiệm 

thu 



nghệ Quốc gia 

Nafosted 

4 

Nghiên cứu giải 

pháp, chế tạo vật 

liệu và thiết bị mới 

để phân huỷ các hợp 

chất hữu cơ trong 

bảo quản rau quả 

sau thu hoạch 

 

 

CN 

- Số: 05/2020/TN 

- Quỹ Phát triển 

Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia 
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04/2020 

- 

03/2023 

 

 

Đang thực hiện 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí quốc 

tế uy tín: ISI, 

Scopus (IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được cấp bằng TS 

1 

Influence of Ga source on 

nitrogen incorporation of 

Ga(In)AsN Quantum 

Wells Grown by 

Metalorganic Chemical 

Vapor Deposition 

6 x 

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

2003: 

ISI, Q3 

IF = 1.275 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

1 
42,S51

4 
2/2003 

2 

Composition dependence 

of the band-gap energy of 

GaAsN alloys 

7  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://www.jkps

.or.kr/journal/vie

w.html?uid=571

1&vmd=Full 

2003: 

ISI, Q3 

IF = 1.275 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

22 
43,2,2

73 
8/2003 

3 

Photocurrent and 

photoluminescence 

measurements on 

In0.2Ga0.8As0.98N0.02/

GaAs strained multi-

quantum wells grown by 

using metalorganic 

chemical vapor deposition 

7  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://doi.org/1

0.3938/jkps.43.7

58 

2003: 

ISI, Q3 

IF = 1.275 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

3 
43,5,7

58 
11/2003 

https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5711&vmd=Full
https://doi.org/10.3938/jkps.43.758
https://doi.org/10.3938/jkps.43.758
https://doi.org/10.3938/jkps.43.758


4 

Influennce of Sb 

surfactant on the 

structural and optical 

properties of 

InGaAsN/GaAs multi 

quantum wells grown by 

metalorganic chemical 

vapor deposition 

5  

Physica Status 

Solidi C 

ISSN:1610-1642 

https://doi.org/1

0.1002/pssc.200

303556 

2003: 

ISI, Q3 

IF = NA; 

H-Index 46 

2021: 

ISI, Q4 

IF = NA;  

4 7,2761 11/2003 

5 

The influence of well and 

barrier conditions on 

InGaAsN/GaAs multiple 

quantum wells grown by 

using MOCVD 

7  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://www.jkps

.or.kr/journal/vie

w.html?uid=587

1&vmd=Full  

2003: 

ISI, Q3  

IF = 1.275 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

1 
43,6,1

096 
12/2003 

6 

Photocurrent 

measurement on GaAs1-

xNx epilayers grown by 

metalorganic chemical 

vapor deposition 

7  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2003.09.002 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

 

1 
260,3,

336 
1/2004 

7 

Influence of Sb doping on 

In0.2Ga0.8As0.98N0.02/

GaAs strained multi 

quantum wells grown by 

metalorganic chemical 

vapor deposition 

7  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2003.11.101 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

 

1 
263,1,

156 
3/2004 

8 

Optical property of 

In0.2Ga0.8As/GaAs 

strained multiple quantum 

wells grown by using 

MOCVD 

4  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2004.05.012 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

 

5 
268,1,

59 
7/2004 

9 

Influence of annealing 

and surfactant on 

InGaAsN/GaAs multiple 

quantum well 

7  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2004.04.016 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

5 
267,3,

412 
7/2004 

https://doi.org/10.1002/pssc.200303556
https://doi.org/10.1002/pssc.200303556
https://doi.org/10.1002/pssc.200303556
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=5871&vmd=Full
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.09.002
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.11.101
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.11.101
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2003.11.101
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.05.012
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.05.012
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.05.012
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.016
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.016
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.04.016


10 

The tri-methyl-Sb flow 

and the surfactant time 

effect on InGaAsN/GaAs 

strained MQWs grown by 

MOCVD 

6  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2004.06.052 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

3 
270,3,

340 
8/2004 

11 

Effect of interlayer on 

optical properties of 

InGaAsN/GaAs quantum 

well grown by 

metalorganic chemical 

vapor deposition 

5 x 

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2004.07.077 

2004: 

ISI, Q1  

IF = 1.849 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

 
271,3,

348 
9/2004 

12 

Suppression of cracks and 

V-shaped defects, and 

improvement of 

reflectivity of 

GaN/AlGaN distributed 

bragg reflectors by 

insertion of multiple 

interlayers 

10  

Physica Status 

Solidi (A) 

ISSN:1862-6300 

https://doi.org/1

0.1002/pssa.200

405117 

2004: 

ISI, Q2 

IF = 0.912 

H-Index 

104 

2021: 

ISI, Q2 

IF =1.606 

7 
201,12

,2799 
9/2004 

13 

Calculation of the 

external quantum 

efficiency of light 

emitting diodes with 

different chip designs 

3 x 

Physica Status 

Solidi C 

ISSN:1610-1642 

https://doi.org/1

0.1002/pssc.200

405116 

2004: 

ISI, Q3 

IF = NA  

H-Index 46 

2021: 

ISI, Q4 

IF = NA 

10 
1,10,2

433 
9/2004 

14 

Effect of annealing on 

InGaN/GaN multiple 

quantum wells 

7  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://www.jkps

.or.kr/journal/vie

w.html?uid=724

0&vmd=Full 

2005: 

ISI, Q3  

IF = 0.856 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

9 
47,5,8

71 
11/2005 

15 

Comparison of InxGa1-

xN/GaN MQWs grown 

on GaN and sapphire 

substrates 

4  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://www.jkps

.or.kr/journal/vie

w.html?uid=804

2&vmd=Full  

2006: 

ISI, Q3  

IF = 1.34 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

2 
49,5,2

001 
11/2006 

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.06.052
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.06.052
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.06.052
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.07.077
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.07.077
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2004.07.077
https://doi.org/10.1002/pssa.200405117
https://doi.org/10.1002/pssa.200405117
https://doi.org/10.1002/pssa.200405117
https://doi.org/10.1002/pssc.200405116
https://doi.org/10.1002/pssc.200405116
https://doi.org/10.1002/pssc.200405116
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=7240&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&vmd=Full
https://www.jkps.or.kr/journal/view.html?uid=8042&vmd=Full


II Sau khi được cấp bằng TS 

16 

Structural and optical 

properties of near-UV 

LEDs grown on V-

grooved sapphire 

substrates fabricated by 

wet etching 

8  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2006.11.037 

2007: 

ISI, Q1  

IF = 1.82 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

12 
298,69

9 
1/2007 

17 

Enhanced light output 

from aligned micropit 

InGaN-based light 

emitting diodes using 

wet-etch sapphire 

patterning 

8 x 

Applied Physics 

Letters 

ISSN:0003-6951 

https://doi.org/1

0.1063/1.271420

3  

2007: 

ISI, Q1 

IF = 3.994 

H-Index 

442 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 3.597  

115 

90,13,

13110

7 

3/2007 

18 

Strain-induced 

compositional fluctuation 

and V-defect formation in 

green InGaN/GaN multi-

quantum wells grown on 

sapphire and freestanding 

GaN substrates 

6 x 

Japanese Journal 

of Applied 

Physics 

ISSN:0021-4922 

https://doi.org/1

0.1143/JJAP.46.

L372 

2007: 

ISI, Q1 

IF = NA 

H-Index 67 

2021: 

ISI 

IF = NA;  

10 

46,16,

L372-

L375 

4/2007 

19 

Effect of periodic 

deflector embedded in 

InGaN/GaN light emitting 

diode 

7  

Applied Physics 

Letters 

ISSN:0003-6951 

https://doi.org/1

0.1063/1.275277

7 

2007: 

ISI, Q1 

IF = 3.994 

H-Index 

442 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 3.597  

39 

90,26,

26111

7 

6/2007 

20 

Fabrication of mesa-

shaped InGaN/GaN light 

emitting diode with 

periodic deflectors by 

selective metal organic 

chemical vapor deposition 

7  

Japanese Journal 

of Applied 

Physics 

ISSN:0021-4922 

https://iopscienc

e.iop.org/article/

10.1143/JJAP.46

.L970 

2007: 

ISI, Q1 

IF = NA 

H-Index 67 

2021: 

ISI 

IF = NA;  

1 

46,10

L,L97

0 

10/2007 

21 

Spatial distribution of 

crown shaped light 

emission from a periodic 

inverted polygonal 

deflector embedded in an 

InGaN/GaN light emitting 

diode 

10  

Applied Physics 

Letters 

ISSN:0003-6951 

https://ui.adsabs.

harvard.edu/abs/

2008ApPhL..92f

1118K/abstract 

2008: 

ISI, Q1 

IF = 3.957 

H-Index 

442 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 3.597  

10 
92,6,0

61118 
2/2008 

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.037
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.037
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2006.11.037
https://doi.org/10.1063/1.2714203
https://doi.org/10.1063/1.2714203
https://doi.org/10.1063/1.2714203
https://doi.org/10.1143/JJAP.46.L372
https://doi.org/10.1143/JJAP.46.L372
https://doi.org/10.1143/JJAP.46.L372
https://doi.org/10.1063/1.2752777
https://doi.org/10.1063/1.2752777
https://doi.org/10.1063/1.2752777
https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970
https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970
https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970
https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.46.L970
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApPhL..92f1118K/abstract


22 

InGaN/GaN light emitting 

diode with R-plane 

polygonal facet deflectors 

7  

Physica Status 

Solidi C 

ISSN:1610-1642 

https://doi.org/1

0.1002/pssc.200

778674 

2008: 

ISI, Q3 

IF = NA 

H-Index 46 

2021: 

ISI, Q4 

IF = NA 

 
5,6,22

67 
4/2008 

23 

Growth of periodic 

micropits InGaN-based 

LED structure on wet-

etch patterned sapphire 

substrate 

11  

Physica Status 

Solidi C 

ISSN:1610-1642 

https://doi.org/1

0.1002/pssc.200

778675 

2008: 

ISI, Q3 

IF = NA 

H-Index 46 

2021: 

ISI, Q4 

IF = NA 

1 
5,6,20

01 
4/2008 

24 

Characterization of 

plasma damage-free 

InGaN/GaN LED with 

periodic deflectors 

7 x 

Physica Status 

Solidi C 

ISSN:1610-1642 

https://doi.org/1

0.1002/pssc.200

778498 

2008: 

ISI, Q3 

IF = NA 

H-Index 46 

2021: 

ISI, Q4 

IF = NA 

 
5,6,21

55 
4/2008 

25 

Improved GaN-based 

LED light extraction 

efficiencies via selective 

MOCVD using peripheral 

microhole arrays 

7  

IEEE Photonics 

Technology 

Letters 

ISSN:1041-1135 

https://ieeexplor

e.ieee.org/docum

ent/4563481 

2008: 

ISI, Q1 

IF = 2.961 

H-Index 

157 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 2.451 

16 
20,15,

1284 
8/2008 

26 

Improved thermal 

stability of green 

InGaN/GaN multiple-

quantum well light 

emitting diodes with an 

AlGaN/GaN short 

superlattice inserted 

structure 

8  

Journal of the 

Korean Physical 

Society 

ISSN:1976-8524 

https://doi.org/1

0.3938/jkps.54.1

40 

2009: 

ISI, Q2 

IF = 0.925 

H-Index 48 

2021: 

ISI, Q4 

IF = 0.56 

3 
54,1,1

40 
1/2009 

27 

A simple hydrothermal 

preparation of TiO2 

nanomaterials using 

concentrated hydrochloric 

acid 

6  

Journal of 

Crystal Growth 

ISSN: 0022-

0248 

https://doi.org/1

0.1016/j.jcrysgro

.2009.09.032 

2009: 

ISI, Q1 

IF = 1.709 

H-Index 

149 

2021: 

ISI, Q2 

IF= 1.632 

66 
312,1,

79 
12/2009 

28 Optoelectronic properties 

of graphene thin films 
7 x Materials Letter 2010: 2021: 56 

64,6,7

65 
1/2010 

https://doi.org/10.1002/pssc.200778674
https://doi.org/10.1002/pssc.200778674
https://doi.org/10.1002/pssc.200778674
https://doi.org/10.1002/pssc.200778675
https://doi.org/10.1002/pssc.200778675
https://doi.org/10.1002/pssc.200778675
https://doi.org/10.1002/pssc.200778498
https://doi.org/10.1002/pssc.200778498
https://doi.org/10.1002/pssc.200778498
https://ieeexplore.ieee.org/document/4563481
https://ieeexplore.ieee.org/document/4563481
https://ieeexplore.ieee.org/document/4563481
https://doi.org/10.3938/jkps.54.140
https://doi.org/10.3938/jkps.54.140
https://doi.org/10.3938/jkps.54.140
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.032
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.032
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.09.032


prepared by thermal 

reduction of graphene 

oxide 

ISSN:0167-

577X 

https://doi.org/1

0.1016/j.matlet.2

010.01.009 

ISI, Q1 

IF = 2.438 

H-Index 

144 

ISI, Q1 

IF= 3.204 

29 

Fast and simple 

fabrication of a large 

transparent chemically-

converted graphene film 

by spray-coating 

7  

Carbon 

ISSN:0008-6223 

https://doi.org/1

0.1016/j.carbon.

2010.01.062 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 6.084 

H-Index 

279 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 8.821 

336 
48,7,1

945 
2/2010 

30 

Fabrication of TiO2 

nanostructured films by 

spray deposition with 

high photocatalytic 

activity of methylene blue 

8  

Materials Letter 

ISSN:0167-

577X 

https://doi.org/1

0.1016/j.matlet.2

010.03.033 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 2.438 

H-Index 

144 

2021:  

ISI, Q1 

IF= 3.204 

38 
64,12,

1387 
3/2010 

31 

One-step synthesis of 

superior dispersion of 

chemically converted 

graphene in organic 

solvents 

9  

Chemical 

Communications 

ISSN: 1359-

7345 

https://doi.org/1

0.1039/C0CC00

363H 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 5.77 

H-Index 

333 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 5.996 

161 
46,24,

4375 
5/2010 

32 

Solution-processed ZnO-

chemically converted 

graphene gas sensor 

11 x 

Materials Letter 

ISSN:0167-

577X 

https://doi.org/1

0.1016/j.matlet.2

010.08.027 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 2.438 

H-Index 

144 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 3.204 

143 
64,22,

2479 
8/2010 

33 

Photoluminescence and 

Raman studies of 

graphene thin films 

prepared by reduction of 

graphene oxide 

7 x 

Materials Letter 

ISSN:0167-

577X 

https://doi.org/1

0.1016/j.matlet.2

009.11.029 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 2.438 

H-Index 

144 

2021: 

ISI, Q1 

IF= 3.204 

207 
64,3,3

99 
11/2010 

34 

Chemical 

functionalization of 

graphene sheets by 

solvothermal reduction of 

a graphene oxide 

suspension in N-methyl-

2-pyrrolidone 

7  

Journal of 

Materials 

Chemistry 

ISSN:1364-5501 

2010: 

ISI, Q1 

IF = 5.465 

H-Index 

301 

2021: 

ISI 

IF = NA  

367 
21,10,

3371 
12/2010 

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.01.009
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.01.009
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.01.009
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.01.062
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.01.062
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2010.01.062
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.03.033
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.03.033
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.03.033
https://doi.org/10.1039/C0CC00363H
https://doi.org/10.1039/C0CC00363H
https://doi.org/10.1039/C0CC00363H
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.08.027
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.08.027
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2010.08.027
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.029
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.029
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.029


https://doi.org/1

0.1039/C0JM02

790A 

35 

Solution-processed 

semitransparent p-n 

graphene oxide CNT/ZnO 

heterojunction diodes for 

visible-blind UV sensors 

11 x 

Physica Status 
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2019: 
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76 

Reduced thermal 

resistance of heat sink 

using graphene oxide 
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nanoparticles 
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Research 
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2019: 

ISI, Q1 

IF = 4.147 

H-Index 
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2021: 

ISI, Q1 
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ultraviolet photodetector 
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Applied Surface 
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ISSN: 0169-
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2019: 

ISI, Q1 

IF = 6.386 

H-Index 
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2021: 

ISI, Q1 
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faced 4H-n-SiC substrate 
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2019: 
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H-Index 66 

2021: 
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microstructure for 
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photoluminescence 
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vapor deposition 
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- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: 22 bài; thứ tự: 17, 18, 24, 28, 32, 33, 35, 

40, 46, 48, 53, 60, 64, 66, 69, 72, 74, 77, 79, 80, 83, 84. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
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https://doi.org/10.1364/OME.408412
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https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03896
https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c03896


1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………………….……. 

 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1 

Phân tử bán dẫn cho cảm biến 

tia UV; No. 10-1848011 

Cục Sở hữu 

Trí tuệ Hàn 

Quốc 

29/04/2016 Đồng tác giả 3 

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): 01 bằng độc quyền sáng chế, số TT 01 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

...      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi 

rõ số thứ tự): ..………………………………………………………………………………. 

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

...       

 

 

 



9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): năm học 

2010-2011/200 giờ; 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  …………………………………………………………………... 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH         ; 04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

 

 

 

 

  

 



- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Trần Việt Cường 

 


